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Opis wynalazku

Przedmiotem wynalazku jest sposdb obnizenia napiecia zaptonu wytadowania w reaktorze
mikroplazmowym.

Dotychczas znane sg i stosowane rozwigzania polegajgce na umieszczeniu w przestrzeni mie-
dzyelektrodowej dodatkowej elektrody zaptonowej zasilanej napieciem o wysokiej czestotliwosci, opi-
sane w patencie polskim nr 180063 z roku 2000. Innym sposobem zapewniania pewnego zaptonu jest
wykorzystanie wiekszego napiecia dostarczanego z uktadu zasiania, tak jak przedstawili to A. Czerni-
chowski, T. Janowski, H.D. Stryczewska w artykule Electrical Supplying Systems for Plasma Reactors
opublikowanym w 1994 roku w Acta Physica Universitatis Comenianae, vol. XXXV(1), strony 95-102.
Innym spotykanym rozwigzaniem jest wykorzystanie wyzszych harmonicznych napiecia zasilajgcego
elektrody robocze do zasilania elektrody zaptonowej za pomocg odpowiedniej konfiguracji transforma-
torowego ukladu zasilania. Rozwigzania takie zaprezentowat G. Komarzyniec, H.D. Stryczewska,
W. Janowski, J. Diatczyk w artykule pod tytutem ,Wptyw elektrycznych parametréw uktadu zasilania
na charakterystyki reaktorow plazmy tukowej’, opublikowanym w Zeszytach Naukowych Politechniki
Slaskiej — Nauki Techniczne — Elektryka, 2007, strony 37—44.

Istotg sposobu obnizenia napiecia zaptonu wytadowania w reaktorze mikroplazmowym jest to,
ze przez dysze do komory wytadowczej reaktora plazmowego podaje sie gaz procesowy pod cisnie-
niem 1 atm. Ze zrédta promieniowania UV o wzglednej mocy odniesionej do warunkéw geometrycz-
nych reaktora powyzej 150 mW na 1 mm odstepu miedzy elektrodami reaktora, umieszczonego
w poblizu dyszy i emituje sie promieniowanie o dtugosci fali od 115 nm do 400 nm, korzystnie 160 nm,
jonizujgc przestrzen miedzyelektrodowg — przez co obniza sie wartosci napiecia zaptonu wyladowania
co najmniej o 20%. Gazami procesowymi sg: powietrze i/albo azot i/albo tlen lub ich mieszaniny, ko-
rzystnie z dodatkiem gazéw szlachetnych: argon lub hel.

Korzystnym skutkiem sposobu wedtug wynalazku jest obnizenie napiecia zasilania reaktora pla-
zmowego co powoduje obnizenie kosztow eksploatacji oraz wzrost niezawodnosci dziatania reaktora.

Sposoéb obnizenia napiecia zaptonu wytadowania w reaktorze mikroplazmowym polega na tym,
ze przez dysze do komory wyladowczej reaktora plazmowego podaje sie gaz procesowy: powietrze
i/albo azot i/albo tlen lub ich mieszaniny, korzystnie z dodatkiem gazéw szlachetnych: argonu lub helu
pod ciSnieniem 1 atm. Ze Zrédta promieniowania UV o wzglednej mocy odniesionej do warunkow
geometrycznych reaktora powyzej 150 mW na 1 mm odstepu miedzy elektrodami reaktora, umiesz-
czonego w poblizu dyszy emitowane jest promieniowanie o dtugosci fali od 115 nm do 400 nm, ko-
rzystnie 160 nm, ktére zapewnia wstepng jonizacje przestrzeni miedzyelektrodowej oraz obnizenie
warto$ci napiecia zasilajgcego wymaganego do zaptonu wytadowania co najmniej 0 20%.

Przyktad 1. Przez dysze dwuelektrodowego reaktora typu Glid-Arc i odstepie pomiedzy
elektrodami zasilanymi z generatora prgdu zmiennego wynoszgcym 3 mm przepuszczono powietrze.
Minimalne napiecie zaptonu wyniosto 870 V. Przy zastosowaniu zrédta promieniowania UV o diugo$ci
fali 400 nm i mocy 525 mW uzyskano obnizenie napiecia zasilajgcego elektrody reaktora do 696 V.

Przyktad 2. Przez dysze dwuelektrodowego reaktora typu Glide-Arc i odstepie pomiedzy
elektrodami zasilanymi z generatora prgdu zmiennego wynoszgcym 3 mm przepuszczono azot. Mini-
malne napiecie zaptonu wyniosto 843 V. Przy zastosowaniu Zrédta promieniowania UV o dtugosci fali
115 nm i mocy 450 mW uzyskano obnizenie napiecia zasilajgcego elektrody reaktora do 656 V.

Przyktad 3. Przez dysze dwuelektrodowego reaktora typu Glid-Arc i odstepie pomiedzy
elektrodami zasilanymi z generatora prgdu zmiennego wynoszgcym 3 mm przepuszczono mieszaning
tlenu — objetosciowo 10% i helu — objetosciowo 90%. Minimalne napiecie zaptonu wyniosto 315 V.
Przy zastosowaniu zrédta promieniowania UV o dtugosci fali 160 nm i mocy 480 mW uzyskano obni-
zenie napiecia zasilajgcego elektrody reaktora do 239 V.

Przyktad 4. Przez dysze dwuelektrodowego reaktora typu Glid-Arc i odstepie pomiedzy
elektrodami zasilanymi z generatora prgdu zmiennego wynoszgcym 3 mm przepuszczono mieszanine
powietrza — objetosciowo 20% i argonu — objetosciowo 80%. Minimalne napiecie zaptonu wyniosto
238 V. Przy zastosowaniu zrédta promieniowania UV o dtugosci fali 160 nm i mocy 480 mW uzyskano
obnizenie napiecia zasilajgcego elektrody reaktora do 170 V.
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Zastrzezenia patentowe

1. Sposob obnizenia napiecia zaptonu wytadowania w reaktorze mikroplazmowym, znamienny
tym, ze przez dysze do komory wyladowczej reaktora plazmowego podaje sie gaz procesowy pod
ciSnieniem 1 atm. Ze zZrodta promieniowania UV o wzglednej mocy odniesionej do warunkdéw geome-
trycznych reaktora powyzej 150 mW na 1 mm odstepu miedzy elektrodami reaktora, umieszczonego
w poblizu dyszy i emituje sie promieniowanie o dtugosci fali od 115 nm do 400 nm, korzystnie 160 nm,
jonizujgc przestrzen miedzyelektrodowg przez co obniza sie wartosci napiecia zaptonu wyladowania
€O najmniej o 20%.

2. Sposob wedtug zastrz. 1, znamienny tym, ze gazami procesowymi sg: powietrze i/albo azot
i/albo, tlen lub ich mieszaniny, korzystnie z dodatkiem gazéw szlachetnych: argon lub hel.
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